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P a ra m e try  e le k try c z n e  tra n z y s to ró w  AF514 i  AF515 p rz y  t a =  25°C

Tranzystory A F 5 1 4  i A F 5 1 5

T ranzystory AF514 i AF515 pro­
dukowane przez Fabrykę Pół­

przewodników TEWA są tranzysto­
rami germanowymi małej mocy, 
wielkiej częstotliwości, typu p-n-p 
o konstrukcji MESA, przeznaczony­
mi do pracy w układach wzmacnia­
jących i generacyjnych wielkiej 
częstotliwości (głowice UKF, wzmac-
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N azw a O znaczenie W aru n k i Je d - AF514 AF515
p a ra m e tru p o m ia ru n o stk a m in  | m ax m in m ax

P rą d  zerow y 
k o lek to r-b aza - I CBO ” ^ c b o  =  6 V pA 10 10

N apięcie  p rze ­
b ic ia
k o lek to r-b aza

_  U(BR) CBO “■*CBO =  pA V 15 25

N apięcie  p rze ­
b ic ia
k o le k t.-e m ite r

l - v (BR) CEO —*CEO ~  100 pA V 12 15

N apięcie  p rze­
b ic ia
em ite r-b aza

~  U(BR) EBO ^EBO = 100 pA V 0,3 0,5

P o jem ność
k o lek to ra Cc

-UCB =  6 V 
IE =  0 m A  
f =  5 MHz 
u k ła d  OB

pF 3 3

S tała  czasow a 
k o lek to ra r b t /  • Cc

- U CB =  6 V 
l E =  2 m A  
i  =  5 MHz 
u k ła d  OB

psek 150 60

C zęsto tliw ość
g ran iczn a f r

- U CE =  6 V 
—1Ce  =  2 m A 
u k ła d  OE

MHz 150 150

W spółczynnik
w zm ocn ien ia
p rądow ego

^9we 

J______

-UCE  =  6 V 
- I CE =  2 m A 
u k ła d  OE

- 10 10

Rys. 1. Rozmiary tranzystorów AF514 i AF515 
oraz układ wyprowadzeń elektrod

Rys. 2. Charakterystyki tranzystorów AF514 i AF515

niacze pośr.cz. wizji w odbiorni­
kach telewizyjnych), w telemetrii 
oraz automatyce.

Główne rozmiary tych tranzysto­
rów oraz układ wyprowadzeń elek­
trod są podane na rysunku 1, a pod­
stawowe parametry elektryczne — 
w tablicy 1, zaś dopuszczalne war­
tości eksploatacyjne — w tablicy 2.

Parametry czwórnikowe macierzy 
typu y tranzystorów AF514 i AF515 
są podane w tablicy 3. Mogą one 
być wykorzystane jedynie jako 
wartości orientacyjne, gdyż umiesz­
czono tu średnią z pomiarów 10 
sztuk tranzystorów AF514 i AF515 
z produkcji w 1966 r. Jako orien-
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D opuszczalne w arto śc i e k sp lo a ta c y jn e  tra n z y s to ró w  AF514 i AF515

N azw a p a ra m e tru O znaczenie Je d - W artość
U w agin o stk a AF514 AF515

M ak sy m aln e  n ap ięc ie  
k o lek to r-b aza

^CBmax V 15 25

M aksym alne  n ap ięc ie  
k o le k to r-e m ite r

^C2?max V 12 15 1B = 0 mA

M aksym alne  n ap ięc ie  
em ite r-b aza

^2?Bmax V 0,3 0,5

M ak sy m aln y  p rą d  k o lek to ra *Cmax mA 10 10
M a k sy m aln a  te m p e ra tu ra  

złącza
t .  Aj max °C 90 90

M ak sy m aln a  m oc s tra t Pm ax mW 50 50 ta = 45°C
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O rientacyjne w artości param etrów  m acierzy typu „Y ” tranzystorów  AF514 i AF515 
W arunki pom iaru: —U CE =  9 V, —IE =  3 m A , =  70 MHz, ta =  25°C, układ OB

, N azw a p a ra m e tru O zna­
czen ie Je d n o stk a W artość

P rzew o d n o ść  w ejśc io w a 9\tb m S 33,3
P o jem n o ść  w ejśc iow a Ciib pF 80,0
P rzew o d n o ść  zw ro tn a y l2b m S 0,77
K ąt p rzesu n ięc ia  fazow ego p rzew odnośc i zw ro tnej <Pl2b o 184
P rzew o d n o ść  p rze jśc io w a y 2lb m S 33,0
K ąt p rzesu n ięc ia  fazow ego przew odnośc i p rze j-

ściow ej 0 114
P rz ew odność  w y jśc io w a g22b m S 0,73
P o jem n o ść  w y jśc iow a C22b pF 2,75

tacyjne należy traktować również 
charakterystyki tranzystorów poda­
ne na rysunku 2.

Obecnie tranzystory AF514 i 
AF515 znajdują się w stadium 
ulepszeń technologicznych i w przy­
szłości powinny być bardzo zbliżo­
ne parametrami do tranzystorów 
typu AF106 firmy SIEMENS.

m g r in i .  A ndrze j  Maśląg


